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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月19日(2011.8.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持基板上にバッファ層を間に挟んで貼り合わされ、分離層が形成された単結晶半導体
基板に対し、
　加熱により、前記分離層又は前記分離層の近傍を分離面として前記単結晶半導体基板を
分離させることにより、前記支持基板上に単結晶半導体層を形成し、
　前記単結晶半導体層にレーザビームを照射して溶融させることにより、前記単結晶半導
体層を再単結晶化させ、
　前記単結晶半導体層を選択的にエッチングして島状の単結晶半導体層を形成し、
　前記島状の単結晶半導体層上にゲート絶縁層を間に介してゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極をマスクとして前記島状の単結晶半導体層に不純物元素を添加して、前
記島状の単結晶半導体層に一対の不純物領域と、前記一対の不純物領域の間のチャネル形
成領域と、を形成し、
　４００℃以上支持基板の歪み点温度以下、且つ前記島状の単結晶半導体層を溶融させな
い処理温度で前記島状の単結晶半導体層を加熱し、
　イオンドーピング装置を用いて、水素を含む原料ガスにより生成されたＨ３

＋イオンを
照射することにより、前記分離層を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
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　ガラス基板上にバッファ層を間に挟んで貼り合わされ、分離層が形成された単結晶半導
体基板に対し、
　加熱により、前記分離層又は前記分離層の近傍を分離面として前記単結晶半導体基板を
分離させることにより、前記ガラス基板上に単結晶半導体層を形成し、
　前記単結晶半導体層にレーザビームを照射して溶融させることにより、前記単結晶半導
体層を再単結晶化させ、
　前記単結晶半導体層を選択的にエッチングして島状の単結晶半導体層を形成し、
　前記島状の単結晶半導体層上にゲート絶縁層を間に介してゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極をマスクとして前記島状の単結晶半導体層に不純物元素を添加して、前
記島状の単結晶半導体層に一対の不純物領域と、前記一対の不純物領域の間のチャネル形
成領域と、を形成し、
　４５０℃以上６５０℃以下の処理温度で前記島状の単結晶半導体層を加熱し、
　イオンドーピング装置を用いて、水素を含む原料ガスにより生成されたＨ３

＋イオンを
照射することにより、前記分離層を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　酸素濃度が３０ｐｐｍ以下であり、かつ、水分濃度が３０ｐｐｍ以下である窒素雰囲気
中で、前記単結晶半導体層に前記レーザビームを照射することを特徴とする半導体装置の
作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、
　前記Ｈ３

＋イオンの割合を、前記水素を含む原料ガスにより生成されたイオンの総量に
対して８０％以上とすることを特徴とする半導体装置の作製方法。
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